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El presente invento se refiere a trans-
ductores magnéticos tales como las cabezas de escritu-
ra/lectura de ilnformaciones binarias sobre soportes mag-
néticos deslizantes.

5. Se refiere més particularmente a aque-
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llos de dichos transductores gque comprenden un bobinado espiral

de conductores planos en parte insertado entre dos plaquetas
magnéticas cuyos bordes enrasan con un borde del substrato que
porta la estructura de cabeza definiendo el entrehierro.

En las realizaciones conocidas de tales bobinados,
es habitual desplegar las espiras a uno y otro lado de las pla-
quetas magnéticas sobre la superficie del substrato ddndole ung
forma convergente a nivel del entrehierro. Este despliegue la-
teral y posterior alarga indudablemente el circuito sléetrico
del bobinado e implica, al menos en la escritura, un calenta-
miento exagerado de la estructura, Cada espira se forma ademds
en una sola capa lo que implica el empleo de una cubierta o co-
bertura especial por espira susceptible de ser depositada sobre
el substrato y/o sobre cualquier aislante intercalar. En cier-
tas realizaciones, estas espiras se superponen parcialmente pe-
ro, para sus interconexiones, son de anchos de conductores de-
crecilentes a medida gque tiene lugar el apilamiento. Los defec-
tos mencionados de calentamiento exageradofy de multiplicidad
de coberturas en funcidén del nlmero de espiras no son pués evi-
tados,

Un objeto del invento es prever una estructura
de transductor de sste tipo cuyo bobinado multi-espira presen-
ta, para una reduccién eficaz del recalentamiento en la escritu
ra donde este bobinado es recorrido por una corriente relati-
vamente importante respecto de la corriente inducida en la lec-
tura, un largoe minimo ampliado respecto a su rendimiento elsc~
tromagnético, lo que por otra parte y de forma directa reduce
el volumen total del transductor.

Otro objeto del invento es prever esta estruc-

tura realizable en capas superpuestas cuyos espesores corres-
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ponden al dominio de las capas delgadas en el sentido que se da
a este término en la tecnologia de los circuitos integrados.

0tro objeto del invento es prever esta estructy
ra en capas delgadas de tal form2 que pueda realizarse por un
proceso, en continue, de depdsitos al vacio de sus materiales
respectivos, magnéticos, conductores y aislantes,

Otro objeto del invento es prever esta estruc
tura de manera que, por aplicacidén del proceso descrito, el bo-
binado espiral puede efectuarse con un sentido de bobinado o

con el sentido contrario o alternando una y otro sentido si se

desea, sin tener que modificar el aparato con el cual se realiJ

za,

Otro objeto mds del invento es prever esta esi
tructura y su proceso de realizacidn de tal forma que este bo-i
binado pueda presentar, cvuando sea necesario, al menos una sa-§
lida intermedia tal como una salida del punto medio del bobi-
nado .

Una estructura de transductor magnético esta-
blecida de conformidad con el invento eleva a un grado doptimo
las esgtructuras de la industria anterior por el hecho de que
su bobina comprende una pluralidad de capas aislantes que cons
tituyen en conjunto una hélice aislante plana cuyas espiras
rodean estrechamente las porciones posteriores, en contacto,
de las dos plaquillas magnéticas y cuyas porciones se interca-
lan entre los bordes anteriores de dichas plaquillas, interca-
léndose capas conductoras entre las capas aislantes para for-
mar una hélice conductora plana empotrada en la hélice aislan-
te con excepcidn de bornes de salida de esta hdlice conductors,

superponiéndose las espiras de la hélice aislante entre si, al

igual que las espiras de la hélice conductora, constituyendo
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cada una de las capas, aislantes o conductoras, estas hélices

que poseen ya sea un eje de simetria coincidente con un eje de
simetria de atrds adelante de las plaquillas magnéticas o bien
una forma de imdgen de espejo de obtra capa con relacién a este
eje de simetria.

Tal estructura comprende, para un apilamiento mi-
nimo que forme una esplra completa de bobinado entre las pla-
quetas:-

-a) una primera capa metdlica uno de cuyos bordes coincide sen
siblemente con un borde del substrato y que se extiende hacia
atrés sobre un largo definido y que posee un eje de simetria
en la direccidn ortogonal respecto a estos dos bordes.

- b) una primera capa aislante en forma de U cuya extensidn
transversal cubre la parte antericr de la capa a) y cuyas ex-
tensiones laterales enmarcan a estrecha proximidad los bordes
laterales de la capa a) que se extienden en la parte posterior
sobre un largo superior al de la capa a).

-~ ¢) una primera capa conductora en forma de U cuyas extensio-
nes son de menor anchura que la de las extensiones de la capa
b) sobre las cuales se aplican, proyectindose una extensidn la-
teral sensiblemente hasta un borde posterior del substrato y
sobrepasando la otra extensidn la parte posterior de la exten~
sidn correspondiente de la capa b),

- d) una segunda capa aislante que es repeticién de la capa
b),

- e) una tercera capa aislante de forma simétrica respecto al
eje de simetria de la capa a), eje que sobrepasa, y que cubre
una parte de la extensién lateral mds larga de la capa ¢) has-

ta una distancia del borde posterior inferior a la distancia

alcanzada por la otra extensidn lateral de la capa ¢),
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-f ) una capa conductora transversal en contacto con la parte
posterior descubierta de la extensidén lateral mds corta de la
capa ¢) y simétrica con relacidn al eje de simetria de la capa
al,

- g) una cuarta capa aislante, imdgen exacta de la capa e) rest

pecte del eje de simetria de la capa a),

1

- h) una tercera capa conductora que es imagen exacta de la caj
pa ¢) con respecto al eje de simetria de la capa a),
- Jj) una quinta capa aislante que es repeticién de la capa b),

- k) una segunda capa magnética que es repeticidén de la capa

a),

¥, por espira adicional del bobinado, la insercidn tras la ca-

pa g) de:-
~1) una capa cenductora en forma de U cuya extensién transver- !
sal es repeticién de la extensidn transversal de la capa ¢) ¥
cada una de cuyas extensiones laterales es repeticidn de la ex-
tensién mds corta de la capa ¢),

m) una capa aiglante que es repeticién de la oapa b),

-

n) una capa aislante que es repeticién de la capa e),

o) una capa conductora que es repeticidén de la capa f) y,

p) una capa aislante que es repeticién de la cape g).

Para producir una toma intermedia del bobinado, se
intercala una capa adicional q) justamente antes o justamente
después de una capa f) e una capa o), extendiéndose dicha capa
adiclional q) bhasta el borde pesterior dei subgtrato a partir
del nivel de dicha capa f) u o) con la que se halla en contacto.

Puede invertirse el sentido del bobinado permutan-

do las capas ¢) y g) ¥y, bien entendido, las capas ¢) y h). Ade-

més, puede invertirse el sentido de progresidén del bobinado, |

cuando sea necesario, entre dos espiras por inversidén o permu-
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tacién de las capas n) y p) de una espira a la siguiente.

Tales inversiones de sentido de las espiras del
bobinado serédn explotadas la mayor parte de las veces en una
variante de apilamiento en la cual, siempre dentro del marco
del invente, al menos la primera espira del bobinade se forme
sobre el substrato antes del depésito de la primera capa mag-
nética y al menos la dltima espira del bobinado se forme por
encima de la segunda capa magnética de la estructura. Estas es-
piras exteriores respecto del entrehierro definido por las ca-
pas magnéticas se establecen en este caso ventajosamente en
sentldo inverso respecto al de las espiras interiores de este
egntrehierro.

Un andlisis de la estructura minima que se da a
conocer mdg adelante muestra que, agregando la capa adicional
de salida intermedia, no es necssarlo, para cualqguier estruc-
tura de transductor segln el invento, mds que una sola forme
de capa magnética, tres formas de capas aislantes y cinco for-
mas de capas conductoras. Para realizar estas estructuras en
un proceso continuo por depdsitos sucesivos al vacio de los
congtituyentes de estas capas, el invento prevé establecer una
cobertura de tantos emplazamientos en posiciones relativas re-
gistradas como recortes correspondan a estas nueve formas de
capas y desplazar esta cebertura segin cualguier programa re-
querido per la estructura a realizar en relacién con el subs~
trato en un recinto que contenga las fuentes de suministro de
los materiales tiles para la formacién de las capas, siendo
selectivamente activadas estas fuentes segin las posiciones de
esta cobertura respecto del substrato.

Para exponer el invento con detalls, se recurre

a las figuras adjuntas que representan, a simple titulo ilustra
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tivo, un caso particular de su puesta en prdetieca cuyas varian-

tes pueden deducirse directamente sin més.

Ia figura 1 es una vista superior de un trans-
ductor magnético segiin el presente invento.

Ia figura 2 es un esquema sléctrice de un ejem-
plo de bobinado de este transductor.

La figura 3 es una disposicidn de cobertura ex-
plotable en la puesta en préctica del invento y;

lag figuras 4 y 5 representan, en vistas en des-

plece y sin tener en cuenta las formas reales que adoptan las

capas en su apllamiento sobre el substrato, una estructura de

transductor segin el esquema eléctrico de la figura 2, estando
orlentada la vista de la figura 4 segin la direccidn del eje l
de simetria del transductor y estando orientada la figura 5 se-
gin la direccidn ortogonal respecto a este eje de simetria, el
cual se halla definido en relacidn con las dos capas magnéticas
11 y 2.

Para la realizacidén de un transductor magnético
segln el invento, puede disponerse para trabajar en depdsitos
evaporados en un recinto a vacio en un proceso continuo de una
cobertura tal como la que se indica en 50 en la figura 3, con
nusve emplazamientes de escotadura numerados de (L) a (9), em-
plazamientos de igual altura relativa y por ejemplo en esta fi-
gura dispuestos en una alineacidn que permite, tras su montaje
en el recinto (no representado), regular por un mecanismo de
traslacion, convencional en los controles de desplazamiento de
plezas en tal recinto, su colocacidn en posicidn respecto del
substrate 10, figuras 4 y 5, por "paso™ del largo de dicha "al-

tura de emplazamiento" de las escotaduras, segin cualquier pro-

grama requerido para gue las capas sucesivamente obtenidas se
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superpongen con precisidén sobre dicho substrato. Como se indica
en 51, los depdsitos pueden tener lugar ventajosamente a través
de una cubierta fija 51 gue posee una escotadura de delimita-
cidén de la superficie Gtil del substrato 10. Se ha indicado es-
quematicamente en 52, 53 y 54 que existen en el recinbo tres
fuentes de materiales, respectivamente magnético, conductor y
dieléctrico o aislante. Debe comprenderse que estas fuentes se
establecen en el recinto para que los productos evaporados se
distribuyan regularmente sobre la superficie respectiva del
substrato, técnica usual de por si en los procedimientos de fory
macidén de estructuras de capas delgadas por evaporacidén. En ca~
da posicidén de la cobertura, se activa la fuente correspondien~
te, por ejemplo por caldeo del o de los crisoles que contienen
el material propio para la capa deseada, lo cual revela igual-
mente una tecnologia bien cldsica de por si.

Cada capa asi formada tendréd la forma y la po-
sicidén definidas por la forma y la posicidn de la escotadura
del emplazamiento correspondiente de la cobertura. En el empla-
zamiento (1) por ejemplo, para la formacién de una capa magné-
tica, (m), la escotadura corresponde a la de las plezas "pola-
res" del transduector, 11l y 18 en el apilamiento, teniendo esta
escobadura un borde que enrasa con la linsa de delimitacidn de
la altura de este emplazamiento (1). En sus depdsitos, estas cad
pas magnéticas enrasan con el borde "anterior" del substrato 10.
Los emplazamientos (3), (4) y (6) portan escotaduras que definen
lag tres formas y posiciones de capas dieléctricas a utilizar
en el apilamiente de las capas de la estructura de transductor.
La escotadura (3) es en forma de U, las escotaduras (4) y (6)

son simétricas entre si respecto al eje de las capas magnéticas

¥y, 8i se las considera superpusstas, se ve que definen, en con-
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junto y con un recubrimiento relative de (4) y de (8) sobre (3)
y de (4) y (6) entre si, una zona rectangular que presenta una
escotadura central igualmente rectangular, sobresaliendo las
capas magnéticas 11 y 12, en la formacidn de la estructura, a
uno y otro lado de la extensidén transversal de la capa dielée-
trica formada a partir de la escotadura (3). Los emplazamisntos
(2), (8), (7), (8) y {9) definen capas conductoras (c) en Ffor-
mas y emplazamientos relativos sobre el substrato. Consideran-
do una superposicidn de las escotaduras (2), (5), (7) vy (9) ¥y
suponiendo ciertos aislamientos entre estas capas, se observa
que se obtiene directamente una representacidn de un bobinado
espiral plano de una sola espira y, que intercalando la esco-
tadura (8), esta espira tendrd una salida de toma media, Com-
binando las escotaduras "dieléctricas" (d) y las escotaduras
"conductoras” (c¢), puede verse en este caso facilmente que de-
finen en conjunto un bobinado espiral de elementos de espira
superpusstos pero aislados entre si manteniendo con todo la coy
tinuidad eléctrica:- por ejemplo por una secuencia tal como :
(2) = (3) - (4) - (5) =~ (6) - (7) - (3) - (&) - (B) ~ (6) - (9
o similar, Basta prever, en cada superficie de tal bobinado,
una capa (3) y una capa (1) para obtener un apilamiento que ded
fine una estructura completa de transductor magnético en la
cual los conductores de esplra del boblnado constituyen juntos
bucles que se cierran bajo las capas magnéticas y a un nivel
muy préximo de estas capas exteriormente respecto de las mis-
mas, y por snde un bobinado de alta eficacia y de desarrollo

total dptimo. El término "bajo" aqui utilizado debe entenderse

oue incluye el caso en que parte de las espiras del bobinado I

1
son, en lo posible, exteriores respecto al espacio comprendido|
|

entre lag capas magnébicas,
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Las diferentes capas y sus zonas de recubrimiento se
hallan indicadas en la vista "superior" de la figura 1 que, res
pecto a la exposicidn que antecede, no precisa una descripciédn
més amplia, estando delimitadas las partes conductoras y magné-
ticas en trazo continuo y las partes aislantes o dieléctricas,
en trazos interrumpidos.

El ejemplo de transductor de bobinado conforme al de
la figura 2 se representa, como queda dicho, en las figuras 4
¥ 5 en sus definiciones de nomenclabura que se dan mds arriba:-

Tras el depdsito de la primera capa magndtica 11, co-
bertura que presenta su emplazamiento (1) bajo la ventana de la
cubierta 50, activada la fuente 52, se lleva la cobertura con
su emplazamiento (3) enfrente de la parte Util del substrato
10 y se activa la fusnte 53, se deposita la capa 31l por encima
de la capa 11, proteglendo una parte intermedia de dicha capa
11 por su extensidn transversal. Considerédndose el bobinado
dextrogiro, es en este caso la capa 2 la que se deposita en pri|
mer lugar por encima de la capa 31, a través de la escotadura
del emplazamiento (2) de la cobsritura. La extensidn lateral de
la izguierda (en la figura 3) de esba capa enrasan con sl borde
posterior del substrato (en las figuras 1 y 4). El emplazamien-
to (3) de la cobertura es llevado a continuacidn delante del
substrato para el depdsito de una nueva capa dieléctrica 32 que
cubra la extensidén transversal y partes de las extensiones la-
terales de la capa conductora 2, Por encima de la parte expues-
ta de la extensidn lateral mAs large de la capa 2 se forma en-
tonces una capa dieléetrica 41 a través de la escotadura del em
plazamiento (4) de la cobertura. El depésito de la capa conduc-

tora transversal 510 se efectla en este caso & través de la es-

cotadura del emplazamiento (5) de la cobertura, estableeciendo
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contacto esta capa con la parte extrema posterior de la exten-
sién mds corta de la capa 2 que mantiene con todo su exbremo

izquierdo (en la figura 3) aislado de dicha capa 2. A continua-
cldén se forma la capa dieldctrica 61 por encima de la capa 510,
emplazamiento (6) de la cobertura, para aiglar la parte derecha
correspondiente (en la figura 3), y se deposita la capa conducH
tora 71, a través del emplazamiento (7) de la cobertura, por

encima de la capa aislante 6l y de la parte expuesta de la ca-
pa 510 que se halla por ende en contacto directamente con ella

por la parte de abajo de su extensidén lateral izgquierda (en lai

figura 3). Tras los depdsitos de las capas dieléctricas 33 y
42, se desarrolla el bobinado por el depdsito de la capa 520
sobre la cual, para salir un punto medio de bobinado, se forma |
la capa 8 a través del emplazamiento (8) de la cobertura. La
formacidn del bobinado es seguida por los depdsitos sucesivos
de lag capas 62, aislante, 72, conductora, 34 y 43, aislantes,
530, conductora y 63, aislante, Para terminar el bobinado, se
deposita la capa 9, simétrica de la capa 2, a través del empla
zamiento (9) de la cobertura. Para terminar entonces la estruc
tura en capas delgadas, se deposita una nueva capa aislante 35
por encima de la cual se forma la capa magnética 12,

Aunque se haymmostrade las capas, en las fi-
guras 4 y 5, planas para simplicidad del grédfico, estd claro
que una vez "agrupadas" en superposicidn intima sobre el subs-
trato, cada una tendrd una forma adaptada al relieve global
de las anteriores sobre este substrato. Para hacer lisa la su-
perficie del transductor opuesta a la del substrato, puede for
marse en este caso, como se indica en 55, un protector dieléc-‘

trico sobre esta cara del transductor.

Para un sentido inverso de paso del bobinado,
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el proceso de formacidén del mismo transductor recurriria a la
secuencia de capas siguientes:= 11 -« 31 -« 9 ~ 32 -~ 61 - 510 -
41 - 71 - 33 - 62 - 520 - 8 ~ 42 - 72 - 34 - 63 ~ 530 - 43 - 2
- 35 -~ 12,

La extensidén con un mayor niémero de espiras del bo-
binado tomada como ejemplo se dirige por repeticidn de secuen-
clas de capas segin la regla indicada al comienzo de la descrip
cidn.

Una vez formada una estructura, en el ejemplo consi-
derade, una operacién de esmerilado, gue retira la parte de la
estructura (comprendide el substrato) a la izquierda de la 1i-
nea 56 en la figura 1, desprende el entrehierro magnétice que
constituyen en este case las dos extremos de las capas 11 y 12
separadas por las dieléctricas, superpuestas a este emplazamien|
to de esmerilado o rectificacidn, de las capas 31 a 35, Una va-
riante evidente de realizacién consiste, bien entendido, en fon
mar lag capas (3) directamente al ras con el borde del substra-
to y por ende de las capas magndticas 1l y 12,

Otra variante, igualmente evidente, consiste en in-
vertir el drden de formacidn de las capas (3) y (4) - o (6)
seglin el sentido de progresién del bobinado - tras cualquier
formacién de una capa (7) en el apilamiento.

Debe gquedar entendido que lasg variantes menores de
las formas de las escotaduras y/o cambios de drden de éstas en
la cobertura permanecen dentro del dominio del invento, asi co-
mo la medificacidén de la cobertura que necesite undesplazamien-
to en dos dimensiones en lugar de una.

Pueden formarse al mismo tiempo varios transduc-
tores magnéticos sobre un mismo substrato con sus entrehierros

alineados sobre un borde del substrato y sus zenas de formacidn
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espaciadas en la direccidn de este borde. La cobertura 50 com-
prende en este cago tantas hileras de escotaduras (1) a (9) co-
mo transductores haya gque formar.
A simple titule ilustrativo, el material magnéti
co (m) puede ser una aleacidén hierro niquel cuyos compuestos
son evaporados a partir de crisoles dispuestos para asegurar
una proporcidn predeterminada de los compuestos en las capas
formadas, seglin una técnica conocida de por si a este respecto.

El material conductor puede ser cobre. El material dieléctrico

(d) puede ser silice obtenida, de una forma conocida en si, por
evaporacién de Si 0 en presencia de oxigeno o de vapor de agual

i
& una débil presidén. El substrato 10 puede ser de un vidrio de;

elevade punto de fusidn. l
Por dltimo, para fijar las ideas en lo ocue res-
pecta a la vez los bobinados con inversiones de paso de progre
sién y los de espiras en parte exteriores al entrehierro deli-
mitado por las capas megnéticas, puede considerarse el simple
ejemplo siguiente: - una espira que progresa de izgquierda a
derecha, una capa magnética, dos espiras que progresan de dere|
cha a izquierda, una capa magnética, una espira que progresa
de izquierda a derecha. Para realizar tal estructura, se rea-
liza en este caso el apilamiento de las capas sobre el subs-
trato 10 con la secuencia siguiente de los emplazamientos de
la cobertura:
(8) = (3) ~ (4) - (B) = (8) = (7) = (B) = (1) - (3) - (4) -
(7) - {6) = (5) = (B) - (4) = (7) = (B) = (5) = (3) - (4) -
(7) = (8) = (1) = (B) - (&) = (7) - (3) - (&) - (B) ~ (8) -
(9).

NOTA l

Deserita suficientemente la naturaleza del
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invento, asi como la manera de realizarlo en la préctica, debe
hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas
son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no al-
teren su principio fundamental. También se hace constar que el
invento corresponde & una solicitud de Patente presentada en
Francia con fecha y nimero siguientes: 3 de julio de 1972, n®
72 23 939; acogiéndose por lo tanto a los beneficios que conce-|
den los Convenios Internacionales en vigor. Siendo lo que cons-
tituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita
Patente de Invencidn por 20 afios en Espafia sobre: Perfecciona-
mientos en estructuras de transductores magnéticos; caracteri~
zandose por lo siguiente:

l.- Perfeccionamientos en estructuras de trans-
ductores magnéticos, formadas por un apilamiento de capas del-
gadas sobre un substrato dieléctrico no magnético que posee
bordes anterior y posterior sensiblemente paralelos,compren~
diendo este aplilamiento un par de capas magnéticas que tienen
sus bordes anteriores alineados sobre el borde anterior del
substrato y mantenidos egpaciados entre si por capas interme-
dias del apilamiento en tanto que se hallan en contacto direc-
to sobre sus partes posteriorss que se detiensn en un emplaza-
miento intermedio entre dichos bordes del substrato, teniendo
estas capas magnéticas un eje de simetria orientado perpendicu
larmente respecto a estos bordes, constituyende las otras ca-
pas del apilamiento un bobinado aislado en forma de hélice pla
na que mantiene las partes en contacto de dichas capas magnéti-
cas y que se inserta entre las mismas, al menos en parte, ca-
racterizados por el hecho de que las capas aislantes del api-

lamiento constituyen, en conjunto, una hélice aislante plane

de espiras superpuestas y las capas conductoras del apilamien-
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to constituyen, en conjunto, una hélice conductora plana de es-—I
piras superpuestas empotradas en la hélice aislante aparte de
log conductores de salida hacia el borde posterior del substra-
to, ¥ que cada una de las capas, aislantes y conductoras, que
forman estas hélices, presenta un eje de simetria coincidente
con el eje de simetria de las capas magnéticas o se presenta co
mo una imdgen de espejo enfrente de otra capa del apilamiento
con respecto a este eje de simetria.

2.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 1,
caracterizados porque dicha estructura comprende el apilamiento
minimo siguiente, que constituye un. bobinado de una sola espi-
ra entre las capas magnéticas:- -a) una primera capa magnétioal
cuyo borde anterior se halla alineado sobre el borde del subs—:
trato y que se extiende hacia atrds sobre un largo definido con
un eje de simetria en la direccidn anterior/posterior del subs-
trato; -b) una primera capa aislante en forma de U cuyo brazo
transversal cubre la parte anterior de la capa a) y cuyos bra-
zos laterales, que enmarcan a estrecha proximidad los bordes
laterales de la capa a), se extienden a la parte posterior so-
bre un largo superior al de la capa a); -¢) una primera capa
conductora en forma de U cuyos brazos son de un ancho menor
que los brazos de la capa b) sobre parte de los cuales ge apli-
can, extendiéndose un brazo lateral sensiblemente hasta el bor-
de posterior del substrato en tanto que el otro brazo lateral
sobrepasa unicamente la parte posterior del brazo correspondien
te de la capa b); -d) una sepgunda capa aislante que repite la

capa b); -e) una tercera cepa alslante asimétrica respecto al

eje de simetria de la capa a), que traspasa y que cubre una pax

te del brazo o proyeccidn lateral mds larga de la capa ¢) hastq

una distancia del borde posterior del substrato inferior a la
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distancia alecanzada por el otro brazo o proyeccidn lateral de

la capa c¢); -f) una capa conductora transversal que se pone en
contacto con la parte posterior descubierta del brazo o proyec-
cién lateral mds corta de la capa ¢) y simétrica con respecto
al eje de simetria de la capa a); -g) una cuarta capa aislante,
espejo imdgen de la capa e) respecto del eje de simetria de la
capa a); =-h) una tercera capa conductora que es la imdgen es-
pejo de la capa ¢) con respecto a este eje de simetria de la
capa a); -Jj) una quinta capa aislante que repite la capa b);
-k) una segunda capa magnética que repite la capa a); y, por
espira adicional del bobinado, la insercidn tras la capa g) de:
-1) una capa conductora en forma de U cuyo brazo o proyeccidn
transversal repite la proyeccidén transversal de la capa ¢) y
cada proyeccidn lateral de la cual repite la proyeccidn o braz
mas corto de esta capa c¢); -m) una capa aislante que repite la
capa b); -n) una capa aislante que repite la capa e); -o) una
capa conductora que repite la capa f£); y -p) una capa aislante
gque repite la capa g).

3.- Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
2, caracterizados porque dicha estructura comprende, para cada
toma intermedia del bobinado, una capa adicional q) insertada
antes o después de una capa f) con la que se pone en conbacto
¥ que se extiende hasta el borde posterior sensiblemente del
substrato.

4,- Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
2, caracterizados porque las capas d) y e), y respectivamente
m) y n), se hallan permutadas en el apilamiento.

5,- Perfecolonamientos segin las reivindicacio-

nes 2 6 4, caracterizados porque se invierte el dérden de las

capas n) y p) de una espira a la siguiente del bobinado para

W
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invertir el sentido de progresidén del bobinado a tal emplaza-

miento.

6.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 2, ca-
racterizados porque antes de la capa magnética a) y/o despuds
de la capa magnética k) se forma al menog una espira completa
de bobinado en el apilamientc, espira que comienza y respecti-
vamente termina por una capa ¢), y respectivamente h), capas

en este caso omitidas en la parte del apilamiento comprendida

entre las capas magnéticas,

7.~ Perfeccionamientos segin las reivindicaciones 5 .
y 6, caracterizados porque las espiras adicionales exteriores !
respecto de las capas magnéticas son de direccidn de progre- {
sién contraria a la de las espiras comprendidas entre estas
capas magnéticas,

8.- Perfeccionamientos segin las reivindicaciones 1
a 7, caracterizados porque la fabricacidén de la estructura com
prende -la formacidn de una cobertura que posee hueve emplaza-
mientos de igual superficie perforados segln las formas respec
tivas de las capas a), b), e), e), £), g), 1), h) ¥y q);-la co-
locacidn en posicidn de esta cobertura en un recinto de atmds-
fera condicionable con respecto a un emplazamiento de subgtra-
to, recinto que contiene, en relacidn con este emplazamiento
fuentes activables por el calor para la evaporacidn de los ma-
teriales de las capas magnéticas, asislantes y conductoras del
apilemiento; y - el control programado de los desplazamientos
de esta cobertura en conexidn con el substrato y de las actival
ciones simultdneas de dichas fuentes de evaporacidn de los ma~

teriales que corresponden a las perforaciones de la cobertura

llevadas segin este programa enfrente del substrato.

I
l
9.~ Perfeccionamientos en estructuras de transdus
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tores magnéticos; tal y como queda descrito sustancialmente en
la presente Memoria e ilustrado en los dibujos adjuntos.

Bsta Memoria consta de dieciocho hojas escritas

a mdquina por una sola cara. 2
Madrid,
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